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09/2007 - Telecomunicacions, Electronicai Informatica. La telefonia mobil i altres sistemes de comunicacions sense
fils s'han convertit en un dels principals motors de I'electronica de consum. Per tant, aspectes com |'augment de la
duracié de bateries i lareduccié d'area han pres unaimportancia cabdal. Un grup d'investigadors del Departament
d'Enginyeria Electronica de la UAB estudia I'aplicacié d'elements mecanics fabricats conjuntament amb circuiteria
integrada per tal d'assolir aquests objectius.
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Les aplicacions sense fils (telefonia mobil, wireless LANS, etc...) han patit un important augment en els darrers anys tant en
nombre d'aplicacions com en vendes, convertint-se en un dels més importants motors de I'electronica de consum. Per aquest
motiu en els darrers anys s'han destinat molts esforgos per tal de reduir el cost de fabricacié dels transmissors/receptors de
radiofrequéncia (RF). Els principals camps de recerca es troben en la reduccié de consum (millora en la duracié de les bateries)
i la reducci6 d'area, que permetria dispositius més compactes, i per tant més barats.

Una familia de dispositius que permeten millorar tant el consum com permetre una important reduccié d'area sén els sistemes
microelectromecanics (MEMS), dispositius mecanics de mides micrometriques.

Dins d'aquests elements, son d'especial interés aquells que es poden fabricar en tecnologia CMOS estandard (també coneguts
com CMOS-MEMS), ja que permet la introducci6 d'aquestes estructures mecaniques juntament amb la circuiteria que
composen tots els transmissors/receptors de RF.

En aquest treball s'estudia el comportament d'una estructura mecanica fabricada amb una tecnologia CMOS comercial,
juntament amb un circuit amplificador per augmentar el senyal de sortida. En I'estudi es caracteritza el CMOS-MEMS com

a un dels elements fonamentals d'un transmissor/receptor de RF: el mesclador. Aquest element trasllada els senyals d'alta
frequéncia a baixa freqiiencia (en el cas del receptor), i de baixa freqiiéncia a alta (en el cas del transmissor).

Degut a les seves propietats, el MEMS és capag de realitzar la funcié d'un mesclador amb unes dimensions més reduides que
un circuit equivalent fabricat amb transistors i amb un consum de poténcia nul.
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La primera fotografia mostra una imatge del MEMS obtinguda amb un microscopi de feix d'electrons (SEM) I'estructura mobil
té unes dimensions de 13um de longitud, i amplada de 350nm. La segona fotografia mostra la resposta funcionant com a
mesclador "down-converter". En aquest cas la freqiiéncia de sortida correspon a la diferéncia de les freqiiéncies dels dos
senyals d'entrada (1GHz i 1.0226GHz), que és la freqiiéncia de ressonancia de I'estructura. A la figura s'observa també com
varia la freqiiéncia de ressonancia en funcié de la tensié continua aplicada (VDC). La tercera figura mostra el funcionament del
MEMS com a mesclador per conversi6 a freqiiéncies elevades (la grafica s'ha obtingut per freqiiéncies d'entrada de 22MHz i
434MHz).
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